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【はじめに】有機 FETは、軽量、フレキシブル、塗布成膜が可能であり、高い移動度を持つ材料
も開発を受けて実用化に向けた研究が盛んに行われている。応用先としては、RF-ID タグ、セン
サーやディスプレイの駆動用回路などが期待される。有機トランジスタの実用化において、印刷
ベースの技術を用いてプラスチック基板を念頭に置いた低温プロセスが重要になる[1-4]。本研究で
はソフトリソグラフィを用いた半導体や電極のパターン化と積層化を行った。
poly(dimethylsiloxane) (PDMS)上に薄膜を形成し転写することで、フォトリソグラフィや O2プラズ
マエッチング等の工程を回避できるため、下地層へのダメージを低減でき、凹凸を有するスタン
プ上に成膜し転写することで μm オーダーのパターン化も可能である。こうした観点から本研究
では、電極に塗布形成可能なナノ銀インクと多層カーボンナノチューブ（MWCNT）を用い、絶
縁層や半導体層にも可溶性材料を用いたオール塗布での素子作製を行った。本研究では半導体に
p型の poly(3-hexylthophene) (P3HT)に加えて n型のフラーレン誘導体(PCBM)においてもMWCNT
の効果を検討した。 
【実験方法】まず、ゲート電極としてガラス上の ITO を 2mm 幅にエッチングし、絶縁層として
Cross-linked PVP(CL-PVP)をスピンコートにより成膜した。PDMS の凸版上に離型層をコートし、
ナノ銀と多層カーボンナノチューブ（MWCNT）の積層膜、単層膜、及び混合膜のいずれかをス
ピンコートで成膜し、先の基板上にソフトリソグラフィで転写・積層した。その後、150℃以下の
低温でナノ銀を焼成した後、最後に半導体層として P3HTまたは PCBMを積層した。測定は真空
中、室温にて行った。 
 【結果と考察】Fig.1に P3HTを半導体層としたボトムゲート・ボトムコンタクト（BGBC）デバ
イスの素子構造の電気特性を示す。Agや Au単独を S-D電極とした場合に比べて MWCNTをバッ
ファー層とした素子の特性が大きく改善されておりMWCNTが正孔注入促進に効果的であること
がわかる。なお、MWCNT 単独を電極とした場合も同様の傾向が得られるものの、MWCNT 自体
の直列抵抗の影響がみられた。  

 
 

Fig. 2には PCBM半導体層とした BGBCデバイスの特性を示す。移動度としては、1.3×10
-2

 cm
2
/Vs

であった。閾値電圧が高めであるが、MWCNTの挿入により FET動作が得られていることがわか
る。現在、PCBMの素子において電極の最適化の検討を進めており、詳細は当日報告する。 
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Fig. 1 The output properties of the bottom contact P3HT
FETs on CL-PVP gate insulators with various S-D electrodes.

Fig.2 The output properties of bottom contact PCBM FETs on  

CL-PVP gate insulators with Ag;MWCNT  S-D erectrode 
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